
JP 2007-294897 A5 2010.4.22

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ３２１　
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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月4日(2010.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビット線を有する金属層と、
　バルクシリコン層、及び該バルクシリコン層上に製造された相補型ＭＯＳＦＥＴ（ＣＭ
ＯＳ）トランジスタを有するバルク技術集積回路（バルクＩＣ）であって、前記ＣＭＯＳ
トランジスタの第１のトランジスタは、第１のソース領域及び第１のドレイン領域のうち
一方に対応する第１のドープ領域を含む、該バルクＩＣと、
　第１の単一トランジスタダイナミックランダムアクセスメモリ（１Ｔ－ＤＲＡＭ）セル
であって、前記バルクＩＣに隣接して設けられ且つ一体化された１Ｔ　ＤＲＡＭを有する
、該第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルと、
を備え、
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルは、第２のソース領域に対応する第２のドープ領域を有
しており、前記ビット線は、前記第１のドープ領域及び前記第２のドープ領域に電気的に
接続しており、
　前記ビット線は、該ビット線に沿った第１の位置で前記ＣＭＯＳトランジスタに接続し
ており、該ビット線に沿った第２の位置であって前記第１の位置とは異なる該第２の位置
で前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルに接続しており、
集積回路。
【請求項２】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルが、
　アモルファスシリコン層と、
　前記アモルファスシリコン層に隣接して設けられた第１及び第２のゲート酸化層、並び
に、前記第１及び第２のゲート酸化層内に設けられた第１及び第２のゲートポリシリコン
層を有する第１及び第２のゲートと、
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を備える、請求項１に記載の集積回路。
【請求項３】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルが、前記アモルファスシリコン層並びに前記第１及び第
２のゲートに隣接して設けられた第１の層間誘電体（ＩＬＤ）を有する、請求項２に記載
の集積回路。
【請求項４】
　前記バルクＩＣの前記バルクシリコン層が、第３のドープ領域及び第４のドープ領域を
有するＮウェル、並びに、第５のドープ領域を有するＰウェルを備え、
　前記バルクＩＣが、前記バルクシリコン層に隣接して設けられた第３及び第４のゲート
酸化層、並びに、前記第３及び第４のゲート酸化層内に設けられた第３及び第４のゲート
ポリシリコン層を有する第３及び第４のゲートを更に備える、
請求項３に記載の集積回路。
【請求項５】
　前記バルクシリコン層並びに前記第３及び第４のゲートに隣接して設けられた第２のＩ
ＬＤを更に備える、請求項４に記載の集積回路。
【請求項６】
　前記第２のＩＬＤの内に設けられ、且つ、前記バルクシリコン層の前記第３及び第５の
ドープ領域にそれぞれ接続する第１及び第２のコンタクトを更に備える、請求項５に記載
の集積回路。
【請求項７】
　前記第１のＩＬＤ内に設けられた第３及び第４のコンタクトを更に備え、前記第１及び
第２のコンタクトがそれぞれ前記第３及び第４のコンタクトに接続する、請求項６に記載
の集積回路。
【請求項８】
　前記ビット線が、前記第３及び第４のコンタクトに接続する、請求項７に記載の集積回
路。
【請求項９】
　前記アモルファスシリコン層が、前記第２のドープ領域及び第６のドープ領域を有し、
前記１Ｔ－ＤＲＡＭセルの前記第１のゲートが前記第２及び前記第１のドープ領域の一部
に隣接して設けられており、前記１Ｔ－ＤＲＡＭセルの前記第２のゲートが前記第２及び
前記第６のドープ領域の一部に隣接して設けられており、
　前記第６のドープ領域が前記ビット線に直接接触していない、
請求項８に記載の集積回路。
【請求項１０】
　前記第１のＩＬＤ内に設けられ、且つ、前記アモルファスシリコン層の前記第２のドー
プ領域に接続する第５のコンタクトを更に備える、請求項９に記載の集積回路。
【請求項１１】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルが、ゲート領域を有する第１のトランジスタを備える、
請求項１に記載の集積回路。
【請求項１２】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルが、本体領域及び第２のソース領域を有する第１のトラ
ンジスタを備える、請求項１に記載の集積回路。
【請求項１３】
　前記本体領域がデータを蓄え、前記１Ｔ－ＤＲＡＭセルがキャパシタ内にデータを蓄え
ない、請求項１２に記載の集積回路。
【請求項１４】
　前記本体領域がアモルファスシリコン層を有する、請求項１３に記載の集積回路。
【請求項１５】
　前記第２のソ－ス領域を前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルの前記第１のトタンジスタと共
有する第２のトランジスタを有する第２の１Ｔ－ＤＲＡＭセルを更に備える、請求項１２
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に記載の集積回路。
【請求項１６】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセル及び前記第２の１Ｔ－ＤＲＡＭセルが２ビットのデータ
を蓄える、請求項１６に記載の集積回路。
【請求項１７】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭが、
　前記第２のソ－ス領域と、
　本体領域と、
　前記第２のドレイン領域と、
を備え、
　前記第２のソ－ス領域と、前記本体領域と、前記第２のドレイン領域とが、前記バルク
ＩＣに隣接して設けられたドープアモルファスシリコン層内に形成されている、請求項１
に記載の集積回路。
【請求項１８】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルの前記第２のソース領域が、ニッケルを用いてシード形
成された結晶化シリコンを備える、請求項１７に記載の集積回路。
【請求項１９】
　前記第１の１Ｔ－ＤＲＡＭセルの前記第２のソース領域が、シード形成された結晶化シ
リコンのアイランドを備える、請求項１７に記載の集積回路。
【請求項２０】
　前記結晶化シリコンのアイランドと前記バルクＩＣとが、共通の配向を有する、請求項
１９に記載の集積回路。
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